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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

<g) Multifunktions-Leiterplatte mit opto-elektronisch aktivem Bauelement 
@ Die Erfindung betrifft eine Multifunktions-Leiterplatte, 

welche als mindestens einlagig bzw. einseitig mit einer 

elektrisch leitenden Schicht kaschierte Leiterplatte ausge- 

bildet ist, wobei auf der Leiterplatte ein oder mehrere op- 

toelektronisch aktive Bauelemente gleicher oder unter- 

schiedlicher Wellenlange aufgebracht sind. 

ErfindungsgemaS ist das optisch aktive Bauelement in 

Form eines in die Leiterplatte integrierten Leuchtfeldes 

ausgebildet, welches wahrend des Leiterplattenherstel- 

lungsprozesses im Siebdruck direkt auf oder uber eine 

entsprechend strukturierte, elektrisch leitende Schicht der 

Leiterplatte aufgebracht wird. 

Dadurch kann die Leiterplatte direkt wahrend ihres Her- 
stellungsprozesses mit entsprechenden optischen Bau- 
elementen versehen werden, welche dann mit den spater 
■ aufgebrachten diskreten Bauelementen zusammenwir- 
« ken. Naturlich sind die mit den erfindungsgemafSen opti- 
* schen Bauelementen versehenen Leiterplatten mit ubii- 
Chen Lotverfahren lotbar. 
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Beschreibung 

Die Hrfindung betrifft eine Tveiterplatte mit einem oder 
mehreren optoelektxonisch aktiven Leuchtelementen auf 
Basis von Elektrolumineszenz-Systemen, die bei Anlegen 5 
einer entsprechenden Versorgungsspannung zum Leuchten 
gebracht werden konnen und damit aus passiven Leiterplai- 
ten zur Vcrdrahtung von Bauclcmcntcn aktive Multifunkti- 
ons-Leiterplatten machen, sowie deren Anwendung und das 
Hers tell verfahren. lO 

Gegensland der vorliegenden Erfindung sind also Leiter- 
platten mitElektrolumineszenz-Leuchtfeldern, die bei Anle- 
gen einer entsprechenden Spannung und Frequenz zum 
Leuchten gebracht werden konnen. 

Zur Herstellung von Elektrolumineszenzanordnungen 15 
mittels bekannter Drucktechniken sind Elektrolumincszenz- 
farben bekannt, die im allgemeinen auf Basis anorganischer 
Substanzen aufgebaut sind, wobei insbesondere hochreine 
ZnS, CdS, ZnxCdi_xS, etc. Verbindungen der II und VI 
Gruppe des Periodensystenis von Bedeutung sind, die ubli- 20 
cherweise mit Cu, Mn, Ag, usw. dotiert beziehungsweise ak- 
tiviert werden. Ubliche Farben sind gelb, grun, grun-blau, 
blau-griin und weiB. 

Entsprechend dem Stand der Technik werden derartige 
Elcktrolumineszenz-Pigmcntc mikrovcrkapsclt und mit 25 
Durchmessem von typisch 15 bis 60 pm den diversen 
Druckfarben beigemengt, als auch unverkapselt, allerdings 
unter Berucksichtigung der speziellen hygroskopischen Ei- 
genschaften der ZnS-Pigmente. Dabei werden Bindemittel 
verwendet, die einerseits eine gute Adhasion zu sogenann* 30 
ten leitfahigen ITO-Schichten andium-Zinn-Oxid-Schich- 
ten) haben, weiters gut isolierend wirken, das Dielektrikum 
verstarken und damit eine Verbesserung der Durchschlags- 
festigkeit bei hohen elektrischen Feldstarken bewirken. Die 
Bindemittel soUen zusatzlich im ausgeharteten Zustand eine 35 
gute Wasserdampfsperre aufweisen, dabei die Phosphorpig- 
niente zusatzlich schiitzen und lebensdauerverlangemd wir- 
ken. 

Ublicherweise werden derartige Elektrolumineszenzfar- 
ben, im allgemeinen Sprachgebrauch auch Phosphorpasten 40 
genannt, mittels Siebdruck oder anderer Beschichtungsver- 
fahren, wie beispielsweise Streichen, RoUenbeschichten, 
etc. auf transparente Kunststoff-Folien oder Glaser aufge- 
bracht. Die Kunststoff-Folicn etc. wcisen wicderum cine 
weitgehend transparente elektrisch leitende Beschichtung 45 
auf und bilden dadurch die Elektrode fiir die Sichtseite. An- 
schlieBend werden drucktechnisch und/oder laminations- 
technisch das Dielektrikum sind die Riickseitenelektrode 
hergestellt. Eine derartige Elektrolumineszenzanordnung ist 
z. B. aus der DE-A-44 30 907 bekannt. 50 

Oftmals wird auch, wie z. B, in der DE-A-43 19 441 be- 
schrieben ist, ein umgekehrter ProzeB zur Herstellung in der 
Form angewandt, daB zunachst die Ruckseiteneleklrode her- 
gestellt wird Oder die Riickseitenelektrode in Form einer 
metallisierten Folie verwendet wird und auf diese Elektrode 55 
wird das Dielektrikum aufgetragen oder ist bereits durch 
Beschichtung vorhanden. AnschlieBend wird die Phosphor- 
paste und weiters die uransparente und elektrisch leitende 
obere Elektrode z. B. in Form einer ITO-Paste aufgetragen. 
"Oblicherweise wird dann ein derartiges System noch mit ei- 60 
ncr transparcntcn Dcckfolic laminicrt und damit gcgcn Was- 
serdampf beziehungsweise auch gegen mechanische Be- 
schadigung geschutzt. 

tibhche ITO-Pasten-Beschichtungen (oder auch Zinn- 
Oxid, etc. Beschichtungen) mittels Siebdruck weisen zwar 65 
den Vorteil der weitgehend beliebigen geomeirischen Ge- 
staltungsmoglichkeit auf, haben jedoch gegeniiber aufge- 
dampfter beziehungsweise aufgespuiterter, Iransparenter 
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und elektrisch leitender Schichlen den Nachleil der geringe- 
ren optischen Durchlassigkeit und weiters der wesentlich 
geringeren Flachenleitfahigkeit von meist einigen 100 Ohm 
pro Quadrat (QJO) im Vergleich zu einigen wenigen 10 
Ohm pro Quadrat bei ITO-Polyester Folien beziehungs- 
weise einigen wenigen Ohm pro Quadrat bei ITO beschich- 
teten Giasern. wobei bei GlSsern zusStzlich Fasten einge- 
scizt werden konnen, beispielsweise In20ySn02, die aller- 
dings bei liber 500**C gebrannt werden miissen und dadurch 
bereits bei 0,25 |jm Filmstarke eine optische Transparenz 
von groBer 95% und eine Leitfahigkeit bei einer Einfachbe- 
schichtung von 500 bis 1000 Ohm pro Quadrat liefem kon- 
nen. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Multifunktions-Leiterplatte mit integrierten optoelek- 
tronischen Bauelementen kostengunstig, mit langer Lebens- 
dauer, hoher Leuchtkraft und Funktion bei der jeweiis zur 
Verfiigung stehenden Stromversorgung herzustellen, wobei 
eine Integration in vorhandene Leiterplatten-Fertigungspro- 
zesse moglich sein soil. 

Gelost wird diese Aufgabe durch eine Anordnung gemaB 
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und ein Verfahren 
zur Herstellung dieser Anordnung gemaB den Merkmalen 
des Patentanspruchs 20. 

Im vorliegenden Fall werden Verfahren und Prozesse aus 
der Leiterplattenindustrie, insbesondere aus der Siebdruck- 
technik zur Herstellung sogenannter einseitiger, zweiseiti- 
ger und Mehrlagen- Leiterplatten verwendet. Dabei stellen 
ubliche Leiterplattenmaterialien, sogenannte kupferka- 
schierte Laminate der Typen XPC, FR-1, FR-2, FR-3, FR-4, 
CEM-1 bis -3, Polyimid-Folien als auch Vliese und biege- 
flexible als auch flexible Folien das Basissubstrat dar. 

Die Basiselektrode fiir das Leuchtfeld als auch die An- 
schluBelektrode fur die transparente Oberseitenelektrode 
(Deckelektrode) wird dabei ublicherweise durch Strukturie- 
rung der typisch 17, 35 oder 70 jam dicken Kupferfolie er- 
reicht. Die Kupferfolie kann durch ubliche Verfahren in je- 
der gewunschten Strukturierung geatzt werden. Die Herstel- 
lung des Dielektrikums kann nun mittels entsprechend iso- 
lierender und im allgemeinen gut reflektierender Siebdruck- 
farben, jedoch insbesondere mittels sogenannter Lotstopp- 
lacke realisiert werden, die beim Leiterplattenherstellungs- 
prozeB ohnehin zum Schutz der fenig geatzten Leiterbahnen 
aufgetragen werden. Dabei hat sich herausgestellt, daB 
1-komponentige UV-hartende Lacke hervorragend geeignet 
sind, als auch 2-komponentige thennisch harlende Lacke fur 
anspruchsvollere Applikationen. 

Da zur Erzielung einer hohen Durchschlagsfestigkeit ub- 
licherweise zwei Drucke mit unterschiedlichen Sieben ge- 
wahlt werden, konnen auch Kombinationen aus halbtrans- 
parenten und eingefarbten (z. B. weiB) beziehungsweise gut 
reflektierenden Siebdruckfarben/Lotstoplacken gewahit 
werden. Die elektrische Durchschlagsfestigkeit Hegt bei 
derartigen Lacken bei uber 30 Volt pro Mikrometer Schicht- 
starke (typisch 100 V/pm), so daB bei ublichen Schichtstar- 
ken von 15 bis 25 pm im ausgeharteten Zustand eine ausrei- 
chende Durchschlagsfestigkeit bereits mit einer Isolations- 
schicht gegeben wSre. Aus ProzeB-, Funktions- und Lebens- 
dauergrlinden werden jedoch im allgemeinen zwei Schich- 
ten vorgesehen. 

In einer speziellen Ausbildungsform konnen auch foto- 
sensible beziehungsweise fotostrukturierbare Lotstopplacke 
mittels Siebdruck oder VorhanggieBen zur Realisierung ei- 
ner qualitativ hochwertigen, geschlossenen und dunnen di- 
elektrischen Schicht mit hochster eleku-ischer Durch- 
schlagsfestigkeit eingesetzt werden. 

Die Aufbringung der Eleku-olumineszenzfarben (Phos- 
phorpasten) erfolgt ublicherweise mittels Siebdruck und 
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kann grafisch auf die gewunschlen GeoiiieLrien und Farben 
eingestellt werden. 

Zur Erzielung spezieller FarbefFekte k5nnen einerseits 
eingefarbte, durchscheinende und grafisch gestaltete Mas- 
ken verwendet werden, als auch speziell praparierte Phos- 
phorpasten, in die beispielsweise Tagesleuchtfarben einge- 
mischt werden oder auch weitere lumineszierende Pigmente 
zur Erzielung cincs cntsprcchcndcn Emissionsspcktrums. 
Optionell konnen diese Pigmente auch in die transparente 
Schutzschicht eingebracht werden. 

Die Herstellung der Oberseitenelektrode (Deckelektrode) 
erfolgt ebenfalls typischerweise im Siebdruck auf die Phos- 
phorpaste. Oblicherweise werden dabei sogenannte ITO-Pa- 
sten verwendet, die bereits bei relativ niederen Temperatu- 
ren von beispielsweise 120**C thermisch aushartbar sind und 
eine optische Transparenz von 70 bis 85% ergeben. Bei rela- 
tiv kleinen Flachen beziehungsweise kleinen Langen kann 
der elektrische AnschluB nur auf einer Seite auf eine Kup- 
feranschluBelektrode, die klarerweise von einer Oxidschicht 
befreit sein inuB, erfolgen. Bei koinplexeren beziehungs- 
weise groBflachigeren Leuchtfeldern wird ublicherweise 
eine sogenannte Bus-bar Anbindung gewahlt werden. Dabei 
wird die AnschluBelektrode in Form der Kupferfolie entlang 
der AuBenlinien des Leuchtfeldes mil der ITO-Schicht in 
Kontakt gcbracht und dadurch wird cine glcichmaBigc elek- 
trische Feldverteilung uber das gesamte Leuchtfeld erreicht. 

GemaB einer altemativen Ausfiihrungsfomi wird die 
DeckelekU-ode nicht durch eine U^sparente ITO-Schicht 
gebildet sondem durch eine strukturierte, elektrisch leitfa- 
hige Flache aus Leitpasten, aufgepreBter kunsistoffbe- 
schichteter Kupferfolie etc. Das sich ausbildende elektrische 
Feld zwischen dieser DeckelekUrode und der Basiselektrode 
bringt die dazwischenliegende Lumineszenzschicht zum 
Leuchlen. Das erzeugte Licht kann durch die Freistellungen 
in der stxuklurierten Deckelektrode austreten, wobei die 
Deckelektrode zum Beispiel als feines Gitter ausgebildet ist. 
Wahlweise kann die Luinineszenzschichl. auch auf die struk- 
turierte Deckelektrode gedruckt werden, wobei dann die 
Phosphorpartikel, die sich in den Freistellungen der struktu- 
rierten Deckelektrode befinden, zum Leuchten angeregt 
werden. 

Eine weitere grafische Gestaltung kann im AnschluB an 
die Herstellung der elektrisch leitenden und weitgehend 
transparcntcn Oberseitenelektrode erfolgen. Dabei werden 
transluzente und deckende Farben oder eine mit phospho- 
reszierenden oder fiuoreszierenden Leuchtfarben versehene 
Schicht, entsprechend der gewunschlen Gratik, drucktech- 
nisch angebracht. 

Nach dieser farblichen Gestaltung kann letztendlich zum 
Schutz bei der Herstellung einer Multifunktions-Leiterplatte 
nochmals eine transparente Lotstoppmaske aufgebracht und 
dabei werden KupferanschluBstellen freigehalten, 

Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht darin, daB 
die optischen Leuchtfelder bereits vor dem Bestucken und 
Loten in die Leiterplatte integriert werden konnen. Die mit 
den leuchtfeldern versehenden T.-eiterplatten konnen in ge- 
wohnter Weise bestuckt und gelotet werden, ohne daB die 
Leuchtfelder Schaden nehmen. Die Leuchtfelder konnen da- 
bei in einfacher Weise in die PlalinenverdrahtungZ-bestOk- 
kung integriert werden. 

Damit ist cine kostcngunstigc Alternative fUr allc Artcn 
von Anzeigeelementen geschaffen, wie beispielsweise eine 
Fembedienung, die Beleuchtung eines Lichtschalters oder 
eine Frontplatle eines Videorekorders oder einer Waschma- 
schinenfrontplatte oder aber auch einer Fluchtweganzeige- 
tafel ermoglicht. Insbesondere konnen damit bestehende 
Leiterplattensysteme um aktive Leuchtfelder mit extrem 
gleichmaBiger Ausleuchtung, guter Signalwirkung, ohne 



Erwannung und bei exu-em geringem Stromverbrauch ange- 
boten erganzt werden. 

Zusarzlich kann der Betrieb bei en tiiprec bender Ausbil- 
dung der Elektrolumineszenzf elder direkt am Netz, d, h. bei 

5 100 bis 240 Volt und 50 beziehungsweise 60 Hz erfolgen, 
als auch mittels einiger weniger Volt Gleichspannung und 
Verwendung Oblicher Inverterbauteile zur TVansformation 
auf die erforderliche Wcchselspannung. 

Fur ein deraniges Produkt sind Siebdruckpasten mit 

10 Phosphorpigmenten, insbesondere in mikroverkapselter 
Ausfuhrung, jedoch auch in nicht verkapselter Ausfuhrung, 
auf Basis entsprechend dotierter Verbindungen der 11 und VI 
Gruppe des Peri oden systems, insbesondere in Form der mit 
Cu, Mn, Ag, etc. dotierten ZnS Pigmente in Verbindung rait 

15 Leiterplattensubstraten, hervorragend geeignet. Dabei wir- 
ken sich Beimengungen von weiteren Leuchtfarben, insbe- 
sondere solcher, die durch die Elektrolumineszenz-Strah- 
lung zur Lichtanregung und Abgabe entsprechender Strah- 
lung mit in weiten Bereichen wahlbaren Spektren bezie- 

20 hungsweise schmalbandiger Wellenlangen-Spitzen, sehr po- 
sitiv und effektvoU aus. Im Veigleich zu bekannten Polye- 
sterfolienlosungen konnen dabei erstmals Multifunktionssy- 
steme mit Lotbadbestandigkeit hergestellt werden. 

In einer weiteren Ausfuhrung ist vorgesehen, die Leiter- 

25 platte in gewohnter Weise zu maskiercn und zu atzen, und 
die gewiinschten Leuchtfelder in Form einer hinterher auf- 
gedruckten, aufkaschierten oder aufgeklebten Schichtstruk- 
tur auf die Leiterplatte aufzubringen. Dies hat den Vorteil, 
daB der auf der Leiterplatte zur Verfiigung stehende Platz 

30 bestmoglich genutzt wird, denn die Leuchtfelder konnen, 
wie auch die bestiicklen Bauteile, uber den Leiterbahnen an- 
geordnet werden und beanspruchen so keine eigene Flache. 

In einer weiteren typischen Ausfuhrungsform werden 
nicht nur eine Leuchtfeldanordnung mit zwei elektrischen 

35 Anschliissen ausgefiihrt, sondern mehrere Felder, beispiels- 
weise mit verschiedenen Farben leuchtende Felder bezie- 
hungsweise Schriften und/oder Syinbole. 

Eine Variante der Anwendung derartiger Leiterplatten mit 
Leuchtfeldern stellt das Einlegen in ein SpritzguBwerkzeug 

40 dar. Dabei werden transparente und eingefarbte thermopla- 
stische Kunslstoffe zur Ausbildung der gewunschten For- 
men verwendet. Insbesondere stellen transparente und trans- 
luzent eingefarbte Polycarbonate (PC) und Polymethylme- 
thacrylat (PMMA) als auch eingefarbte thcrmoplastische 

45 Kunststoffe interessante Varianten dar. Oftmals wird die 
Ausbildung von optischen Linsen beziehungsweise Licht- 
leitersystemen zur Verstarkung der Elektrolumineszenz- 
Leuchteffekte angewandt. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand von einigen we- 

50 nigen Ausfuhrungsformen naher dargestellt und sollen dabei 
die erfindungswesentlichen Merkmale hervorgehoben wer- 
den. 

Es zeigen: 

Fig. 1 Schnitt durch eine Ausfuhrung eines Elektrolumi- 
55 neszenzfeldes auf einer Leiterplatte; 

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine Leiterplatte mit Elektrolu- 
mineszenzfeld gemaB Fig, 1 ; 

Fig. 3 einen Schnitt durch ein Elektrolumineszenzfeld auf 
einer Leiterplatte, wobei das Leiterplattenbasismaterial 
60 (Substrat) als Dielektrikum dient; 

Fig. 4 einen Schnitt durch ein Elektrolumineszenzfeld 
wobei die Deckeleku-ode als beliebig strukturierte elektrisch 
leitfahige Rache (nicht transparent) ausgefiihrt ist; 

Fig. 5 einen Schnitt durch ein Elektrolumineszenzfeld, 
65 wobei die Leuchlflache additiv uber ein bestehendes Leiter- 
plattenlayout (Kupferbahnen) aufgebracht wird; 

Fig. 6 einen Schnitt durch ein Elektrolumineszenzfeld, 
wobei die Leuchtflache additiv uber ein bestehendes Leiter- 
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plaitenlayout (Kupferbahnen) aufgebrachl wird. 

In Fig. 1 sind auf einem Leiteq^lattensubstrat 1 die struk- 
turierten Kupferleiterbahnen 2 und 3 dargestellt, wobei die 
Leiterbahn 2 die Basiselektrode der Elektrolumineszenzfla- 
che 10 bildet und Leiterbahn 3 die AnschluBbahn fur die 5 
Deckelektxode ist. Auf die Basiselektrode 3 werden zu- 
nachst vorzugsweise zwei isolations- beziehungsweise Di- 
elektrikaschichtcn 4 und 5 mit gutcm Ruckstrahlcffckt auf- 
gebracht. Auf diese Isolationsschichten 4, 5 wird entspre- 
chend der gewunschten Formgebung des E.L.-Feldes eine lo 
Schicht von Elektrolumineszenzfarbe 6 aufgebracht, An- 
schlieBend wird die Deckelektrode in Form einer Indium- 
Zinn-Oxid-Schicht 7 (ITO-Schicht) aufgetragen. Ublicher- 
weise kommt dann noch eine bis auf die KupferanschluBfla- 
chen vollflachige Schutzschicht, wobei im vorliegenden Fall 15 
bevorzugl ein transparenter Lotstopplack Verwendung fin- 
det, da damit auch eine Lotbadbestandigkeit und eine zu- 
satzliche Sperre gegen Wasserdainpf gewahrleistet ist. Je 
nach Ausbildungsvariante konnen diverse Isolations- bzw. 
Dielektrikuirisschichten dazukoininen oder wegfallen. Die 20 
Hauptstrahlrichtung des Leuchtfeldes ist durch die Pfeile 12 
angedeutet. Die gesamte Elektrolumineszenzanordnung 
kann mit einer entsprechenden (Dekor-)Deckschicht 13 ab- 
gedeckt werden. 

In Fig. 2 wird die Draufsicht auf cin typischcs cinfachcs 25 
Leiterplattenelemeni 1 mit einem Leuchtfeld und beidseiti- 
gen KupferanschluBfiachen 2, 3 dargestellt. Die Kupferfla- 
che 2 bildet dabei die Basiselektrode des Leuchtfeldes 10, 
welche zunachst mit einer bzw. zwei Schichten 4, 5 eines 
Dielektrikums bedruckt wird. Ein Bereich der Kupferflache 30 
2 wird absichtlich nicht bedruckt, da in diesem Bereich die 
Kontaktierung der Kupferelektrode 2 erfolgt. 

tJber die Dielektrikaschichten 4, 5 wird nun die Lumines- 
zenzschicht 6 gelegt. 

Die Deckelektrode 7 besteht in diesem Bei spiel aus einer 35 
Indium-Zinn-Oxid-Schicht, welche die Lumineszenzschicht 
abdeckl und y.ur Kontaktierung rriit der Kupferelektrode 3 
verbunden ist. 

In Fig, 3 ist ein Elektrolumineszenzelement im Schnitt 
dargestellt, wobei als Dielektrikum das Leiterplattenbasis- 40 
material 1 (SubsU-at) dient. Die eine Elektrode wird durch 
die einseitige Kaschierung, d. h. die Kupferbahn 2, des Ba- 
sismaterials 1 gebildet. Auf der gegeniiberliegenden Flache 
des Basismatcrials 1 wird nun die Lumineszenzschicht 6 
aufgebracht. Diese wird durch eine weitere Schicht abge- 45 
deckt welche, die Deckelektrode bildet und z. B. aus einer 
ITO-Schicht besteht. Die Lichtstrahlung 12 entweicht auf 
der Seite der Leiterplatte, auf der die Lumineszenzschicht 6 
aufgebracht ist. 

In Fig. 4 wird die Deckelektrode nicht durch eine U-anspa- 50 
rente ITO-Schicht gebildet, wie z. B. gemaB Fig. 1, sondem 
durch eine strukturierte, elektrisch leitfahige Rache 8, 9 aus 
Leitpasten, aufgepreBter kunststoffbeschichteter Kupferfo- 
lie etc. Das sich ausbildende elektrische Feld zwischen die- 
ser DeckelekU-ode 8, 9 und der Basiseleku-ode 2 bringt die 55 
dazwischenliegende Lumineszenzschicht 6 zum I^uchten. 
Das erzeugte Licht kann durch die Freistellungen in der 
surukturierten Deckelekurode ausU:eten, wobei die Deckelek- 
trode im Beispiel als feines Gitter ausgebildet ist. Wahl- 
weise kann die Lumineszenzschicht 6 auch auf die strukiu- 60 
ricrtc Deckelektrode 8, 9 gcdruckt werden, wobei dann die 
Phosphorparlikel, die sich in den Freistellungen der struktu- 
rierten Deckelektrode befinden, zum Leuchten angeregt 
werden. 

Wahlweise konnen weitere Isolationsschichten zwischen 65 
6 bzw. 8, 9 ausgefuhrt werden. 

In Fig. 5 wird ein Schnitt durch ein Elektrolumineszenze- 
lement gezeigt, das additiv auf ein bestehendes Leiterplat- 



tenlayout 1 init Kupferbahnen 2 aufgebrachl wird. Auf das 
bestehende Layout 1, 2 wird eine Isolationsschicht 4 aufge- 
bracht (im .speziellen L6ti?topplack) und die Basiselektrode 
9 durch einen Leitpastendruclc (Silber, Carbon. Kupfer oder 
ahnliches) gebildet. Der weitere Aufbau erfolgt gemSB Fig. 
1. 

In Fig. 6 wird auf das bestehende Leiterplatienlayout 1, 2 
cine kunststoffbcschichtctc Kupfcrfolie 8 aufgepreBt, die, 
entsprechend strukturiert, die Basiselektrode des Leuchtfel- 
des bildet. Der weitere Aufbau des Leuchtfeldes erfolgt ge- 
maB Fig. 1. 

Bezugszeichenhste 

1 Leiterplattensubstrat 

2 Kupferfolie (Basiselektrode) 

3 Kupferfolie (Basiselektrode) 

4 Isolationsschicht 1 

5 Isolationsschicht 2 

6 Elektroluniineszenzschichl (= E.L. Leuchtfeld) 

7 Deckelekurode (ITO-Schicht) 

8 kunststoffbeschichtete Kupferfolie (Basis- oder Deckelek- 
trode) 

9 Kupfer-, Silber-, Carbonleitpaste 

10 Leuchtfeld 

11 Leuchtfeld 

12 Strahlrichtung 

13 (Dekor-)Deckschicht 

Patentanspriiche 

1. Multifiinktions-Leiterplatte, welche mindestens 
einlagig bzw. einseitig mit einer elektrisch leitenden 
Schicht kaschiert ist, mit einem oder mehreren opto- 
elektronisch aktiven Bauelementen gleicher oder un- 
terschiedlicher Wellenlange, dadurch gekennzeich- 
net, daB das optisch aktive Baueleirient in Form eines 
in die Leiterplatte (1) integrierten Leuchtfeldes (10; 11) 
ausgebildet ist, welches wahrend des Leiterplattenher- 
stellungsprozesses im Siebdruck direkt auf eine ent- 
sprechend strukturierte, elektrisch leitende Schicht (2, 
3, 8) der Leiterplatte (1) aufgebracht wird. 

2. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zcichnet, daB das Leuchtfeld (10; 11) cin ElekU-olumi- 
neszenz-Leuchtfeld ist, im wesentlichen bestehend aus 
zwei zueinander elektrisch isolierten Elektroden, einer 
Basiselektrode (2; 8; 9) und einer Deckelektrode (7; 8; 
9), zwischen welchen eine Elektrolumineszenzschicht 
(6) angeordnet ist. 

3. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Elektrolumineszenz 
durch organische oder anorganische Elektrolumines- 
zenzfarben erzeugt wird. 

4. Leiterplatte nach einem der Anspriiche I bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Basiselektrode (2) 
durch die elektrisch leitende Schicht der leiterplatte 
(1) gebildet wird. 

5. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Deckeleku-ode (7) aus 
durchsichiiger, elektrisch leitender Siebdruckpaste be- 
steht. 

6. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Deckelektrode (8) aus 
kunststoffbeschichteter Kupferfolie oder verschiede- 
nen Leitpasten (9) auf Basis Kupfer, Silber oder Car- 
bon besteht (Fig. 4). 

7. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Deckelektrode (7) auf 
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eine KupferanschluBflache (3) gefuhrt wird, 

8. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichner, daB die KupferanschluBflachen 
(2, 3) fur die Basis- bzw, Deckelektxode direkt in eine 
Leiterplattenverdrahtung integriert sind. 5 

9. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daS die Deckeleklrode (7; 8; 9) 
zum AnschluB an cincn sogcnannten umrandenden 
Bus-Bar ausgebildet ist. 

10. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da- 10 
durch gekennzeichnet, daB das gesamte Leuchtfeld 
(10; 11) durch eine transparente Isolationsschicht be- 
ziehungsweise eine sog. Lotstoppmaske abgedeckt und 
damit gegen Umwelteinfliisse geschiitzt und init iibli- 
chen Lotverfahren lotbar ist. 15 
IL Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Leiterplatte eine bie- 
ge-flexible oder flexible Leiterplatte ist und dadurch 
raumliche Gebilde gestaltbar werden und insbesondere 
AnschluBeleinente abgewinkelt ausgefuhrt werden 20 
konnen. 

12. leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB zwecks grafischer Gestal- 
tung iiber das Leuchtfeld (10; 11) transluzente und/oder 
dcckende Farbschichtcn gcdruckt werden. 25 

13. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Leuchtfeld (11) in 
Form einer separaten Schichtstruktur in einer weiteren 
Lage uber den bestehenden Leiterbahnen (2) der Lei- 
terplatte (1) ausgebildet ist. 30 

14. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, dafi das Leiterplaltenbasis- 
material (1) als Dielektrikum dient, wobei Basiselek- 
trode (2) und Deckelektrode (7) auf gegeniiberliegen- 
den Seiten der Leiterplatte (1) angeordnet sind. (Fig. 3) 35 

15. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB den Eleklrolurriineszenz- 
farben beziehungsweise der dariiberliegenden transpa- 
renten Schutzschicht Leuchtfarben bzw. Lumineszenz- 
pulver beigemischt sind, die durch die Elektrolumines- 40 
zenzstrahlung angeregt werden und eine Lichtemission 
im sichtbaren Bereich, insbesondere mit deutlich er- 
kennbaren Farben, also schmalbandigen Spektren, er- 
zeugen. 

16. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 14, 45 
dadurch gekennzeichnet, daB im infraroten Bereich ab- 
strahlende Elektrolumineszenzfarben eingesetzt wer- 
den. 

17. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB die elektrische Energie- 50 
versorgung des Elektrolumineszenzelementes (10; 11) 
durch vorhandene Netzspannung von typisch 110 
Volt/60 Hz beziehungsweise 230 Volt/50 Hz erfolgen 
kann. 

18. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 17, 55 
dadurch gekennzeichnet, daB die elektrische Stromver- 
sorgung pulsierend ausgefuhrt wird. 

19. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, daB die elektrische Stromver- 
sorgung entsprechend der Umgebungshelligkeit und/ 60 
oder dcm Umgcbungsgcrausch und/odcr entsprechend 
einem Bewegungsmelder, etc. gesteuert wird. 

20. Verfahren zur Herstellung einer mindestens einsei- 
tigen bzw. einlagigen Leiterplatte mil einem oder meh- 
reren auf mindestens einer Lage angeordneten opto- 65 
elektronisch aktiven Bauelementen nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet durch fol- 
gende Schritte: 
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Aufbringen einer alzresistenten wStruktur auf das mil ei- 
ner elektrisch leitenden Schicht kaschierte Leiterplal- 
ten-Basismaierial zur Maskierung wahrend des Atz- 
prozesses und Herstellung der Basiselektroden und der 
ElektrodenanschlUsse, 

Aufbringen eines Isolationssystems durch mindestens 
einen SiebdruckprozeB mit Hilfe entsprechend hoch 
isolierender Sicbdruckfarben, 

Aufbringen einer Elektrolumineszenzfarbe mittels 
Siebdruck, 

Aufbringen einer elektrisch leitfahigen und weitgehend 
transparenlen Deckelektrode auf die Eleku-olumines- 
zenzfarbe mittels Siebdruck, mit seitlichem Uberstand 
zum AnschluB an einen ElektrodenanschluB, 
Aufbringen einer transluzenten, lotresistenten Deck- 
schicht. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in einem weiteren Schritt eine transpa- 
rente Schutzschicht, eventuell mit Leuchtfarbpigmen- 
ten versehen, insbesondere in Fomi eines Lotstopmas- 

kendruckes zum elektrischen Schutz, zum Schutz ge- 
gen weiiere Pro/eBschritie, zur farblichen Gesialtung 
aufgebracht wird. 

22. Verfahren nach Anspruch 20 oder 21, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in einem weiteren Schritt ein Funk- 
tionstest des Lumineszenzelementes im Mehrfachnut- 
zen, eine Fertigung beziehungsweise Bestuckung im 
Mehrfachnutzen beziehungsweise ein Trennen zu Ein- 
zelnutzen mittels Ritzen und Brechen und/oder Stanzen 
und/oder Bohren und/oder Frasen und/oder Sagen und/ 
oder Schlagen durchgefiihrt wird. 

23. Verfahren nach einem der Anspruche 20 bis 22. 
dadurch gekennzeichnet, daB die Isolationsschichten 
hohe Riickleuchtkraft aufweisen. 

24. Verfahren nach einem der Anspruche 20 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet, daB derartige Leiterplatte in 
ein SpritzguBwerk/.eug eingelegt werden und mittels 
transparenter und eingefarbter thermoplastischer 
Kunststoffe zu entsprechenden Elementen geformt 
werden und dabei optische Linseneffekte und Lichtlei- 
tungseffekie, insbesondere bei Verwendung von ther- 
moplastischen Kunststoffen, wie Polycarbonat (PC) 
und Polymethylmetakrylat (PMMA), zur Anwendung 
gclangen. 

25. Verfahren nach einem der Anspruche 20 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, daB derartige Leiterplalten 
mit Kunststoffhalbzeug kombiniert werden, urn die in 
Anspruch 24 genannten Effekte zu erzielen. 

26. Verfahren nach einem der Anspruche 20 bis 25, 
dadurch gekennzeichnet, daB derartige Leiierplatten in 
einem weiteren BauteilbestuckungsprozeB zu komple- 
xen Multifunktions-Leiterplattensystemen komplettiert 
werden und dabei einem LotprozeB ausgesetzt werden. 

27. Verfahren nach einem der Anspruche 20 bis 26, 
dadurch gekennzeichnet, daB anstatt der transparenten 
Deckeleklrode eine entsprechend strukturierte nicht 
transparente leitfahige Elektrode aufgebracht wird, die 
zum Beispiel aus Kupferfolie, Kupferpaste, Silberpa- 
ste, Carbonpaste oder ahnliche besteht. 

28. Verfahren nach einem der Anspruche 20 bis 27, 
dadurch gekennzeichnet, daB die bcidcn Elektroden 
unter Reriicksichligung eines ausreichenden elektri- 
schen Feldaufbaus in beliebiger Weise slrukturiert und 
zueinander angeordnet aufgebracht werden konnen. 

29. Verfahren nach einem der Anspruche 20 bis 28, 
dadurch gekennzeichnet, daB mindestens eine der 
Elektroden durch Aufpressen einer kunstsioffbeschich- 
teten Kupferfolie gebildet wird (Fig. 5, 6). 
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30. Verfahren nach einein der Anspriiche 20 bis 29, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Tragerkunststoff- 
masse der Elektrolumineszenzfarbe gleichzeitig das 
Isolation ssy stem bildet. 

31. Verfahren nach einem der Anspriiche 20 bis 30, 
dadurch gekennzeichnet, dafi das Leuchtfeld additiv 
Uber ein bestehendes Leiterplattenlayout (Kupferbah- 
ncn) aufgcbracht wird (Fig, 5, 6) 



Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen lo 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



Leerselte - 




802 043/146 



Z.Cl«^niMUI^UCIN OCI IC d. 



iNuniiitui : 



Int. CI 6; 

Offenlegungstag: 



H05K 1/16 

22. Oktober 1998 




FIG 2 



802 043/146 



iNuriirimr: 



Int. CI.®: 

Offenlegungstag: 



H05K 1/16 

22. Oktober 1998 




802 043/146 



tvv3CiMociic<f iMUiiimtir: uc is/ ioooomi 



Int. Cl.^: H05K 1/16 

Offenlegungstag: 22. Oktober 1998 




802 043/146 



iNuriirimf : 
Int. Cl.^: 

Offenlegungstag: 



H05K 1/16 

22. Oktober 1998 




802 043/146 



